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で焼鈍を行い､minoritycarrierの Iifetimeの測定に よb格子間原子

及び空格子点の挙動を調べた｡その結果 よb不純物 としてAsを doped した

ものとSbを doped した ものとでは生成する欠陥及び回復過程にどの ような

相異点があるか､又不純物濃度によって回復の しかたがどのよう に影響される

か馨しらべた｡その結果わかったことは､･

潮 As-dopedの ものについて もSb-doped-の ものについて も室温附近で

焼鈍 Lminority carrierの iifeti.meを郵定 した結果 reversea工卜

nealyがみ とめ られた｡ この ことは reverseaIユnealyが欠陥の消波過程

としてではな く､新 しい欠陥が焼鈍過程で生ずる もの と考え られるoまた不

純物濃度を上げるとTeVerSeannealyのあらわれる程度は少 くなる｡

(2)As→ユopedの ものにおhては valenceband･よbO･18eVのところに

七rappirlglevelが生 じるが､ Sb-doped_の ものでは trap･は生 じに く

い｡ しか しSb濃度を上げると 豆ap.が生成することがわかった｡

(3.)最終 stageの活性化エネルギ-はAs-doped-1･5r･CIm,10r･cm,30T.

cmの ものにつ きそれぞ れ 1･7eV,111eV,1eV よbはるかに小 とい う値を

え､ Sbdoped l･5r･cm,7r.cm ,15r･cmのものについては､ 5.7eV

5.7eV,5.OeV とい う値 をえた｡ As-dopedのものとSb-dopedの ものと

でこの ように活性化エネルギーが ことなるとい うことは最終 Sもageの焼鈍過

程はAIs-dopedの ものとSb-dopedのもの とでは非常にことなっていると

考え られる｡

EleCtrod-eユessmethod-によるSi中の格子欠陥の測定

助 野 雅 子

半導体 の電気的性質は格子欠陥に対 し非常 に敏感であるので半導体の放射線

損傷による格子欠陥の研究は非常 に興味ある もの と考え られる｡ Siは contac七

をつ くる ことが非常に困難であ9､又contac耳 による何 らかの汚染が心配さ
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修士論文で何がなされているか

れていたOそこで何とか して COntact をつけずに電気伝導度の測定を行い

たいと考え,miCro汝を用いる方法を考えついた ｡ それによって伝導度回と

少数キャ リアの寿命(T縁 測定 したのであるが､ 以下にそれ を要由する.

回 伝導度(o･)測定 l

燐を含んだ Siに放射線を照射すると､Ec-o･38eV の所にアクセプタ

準位ができ､燐の濃度を変えることによりて後者の準位は初めに添加され

ている燐の濃度に比例 してできることがわかった｡又酸素を非常に多 く含

む試料では甲C-0･38eVは殆んど-できず､Ec-o･17eVの準位が圧倒的に

･多い ことがわかった｡所が最近 ESRの実験か らEc-0･17eV に空孔 と酸

素の結合 した欠陥 (AceIユter)が､又Ec-0･4eV に空孔と燐の結合 した

欠陥 (Ecenter)がで きていることが報告され､実験 と見事に一致 した｡

叉､焼鈍の実険によbEcenterが 150Oc 附近に焼鈍 し活性化エネルギ

ーが 0･94eV Jumping frequencyが 10?/secであることがわかった｡

匝 少数キャ リアの寿命(T)測定

Tの温度依存性か らEcenもerができていること及び 1600C 附近で焼

鈍することを確め､Ecerl七er~の少数キャ リアに対する衝突断面積が

～1.1×10~13cm2であることがわかった｡これは欠陥が負に荷電 している

ことを示 し､欠陥がアクセプタであることと一致する｡ 又､放棄添加の Si

では活性化エネルギーが約 1.5eV であることがわかったが､これは燐の

場合のEcen七er●の解離に相当するものと考え られる｡

この方法は contactを必要としないため､高温焼鈍 も可能であり､非常

に特典が多いと考え られ る｡
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